
山形県工業技術センターシーズ集（電気・電子分野） 

従来比 5倍以上の測定感度を有する 

a-InGaZnO TFT イオンセンサ 

 a-InGaZnO TFT を用いた延長ゲート型イオンセンサを開発しました。pH

感度としては、既存センサの 5 倍の 300 mV/pH を実現しました。また、測

定電極にイオン感応膜を付加することで、Na イオン、K イオンの測定を実

現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部署】庄内試験場 機電技術部 


